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BK 69/62 

BlGktroni^scher Koppelkontakt eum Durch^chalten .von Leitungen 
" in Fornmelde- « insbesondere Pornsprechvermlttlungsanlagen 


Die Errindung betrifft oinon el«ktronischen Koppelkontakt zum 
Dtirchschaltcn von Leitungen in Pernmelde-^t insbefiond^re Pern- 
sprechvermittlungsanlagen* dedsen In LHngsrichtung der Lei- 
tungen ang^ordneter Serien^weig aus ieinem Isollerschicht'-Feld** 
eff ekttransistor mit Halbleiter-Substrat bestoht^ der durch 
unterschiedliche Stouerpotentiale an eeinem Gate-An^ehlufi 
asvischen soinein DurchlaA-- und Sperr^iuatand mittelQ einer Kipp*- 
schaltung umsteaerbar ist. 

Gegonttber den in den bckannten elektronlschen Koppelkontakt en 
im ScrlenzKeig angeifendeten Emitter-^Kollektor^Streeken von 
FlSchontranvistorcn haben Peldeff ekttransiatoron den Vorteil 
hSberen Spcmrldcrstandcs und vornachlilffsigbarer SteuerstriJnte* 
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£8 ist in der deutachen Aualeseochrift 1 28% 992 eine olek<- 
tronivehe Koppelsrtelle mit elnenr zwdLschen die su verblndend^n 
Leitungon mit sdiner Emitter^Eollektor-Stx'ecke geschalteten 
Trmstmtor boschrxeben, der abhangig vom Sehalt^atand- einer * 
blstabllen Steuerstufe gasperrt bsir« leitond lat und zwischen. 
dossen Baals- und Kalle}cti>x*-Elektrode die Emlttor-Kollektor* 
^ Strocke eined unipolaren Peldaff ekitranaiator^s gescbaliet Ist^ 
deaaen Gate**Anscblu6 an der gemelnsamen blstabilen Steueratuf e 
llegt. Ea soil bel dleaer bekannten KoppaXatelle neben elnem 
hohcn Schaltverhaltnls auch elne nahezu vollkouunene Trennung 
des Steuorkraises vom Arboltakrels ex-zielbar- -aeln. 

%e beateht bel Foldef f ekttransistoran mlt Halbleiter^Subatrat 
auAerdem die MSglichkelt , nlcht nur an dem Gate-AnechluA, son- 
dern auch am Substlrat eine Steuerwlrloing auf die LeitfShlg- 
keit der Emitter-Kollektor*-Strecke des Peldeffekt transistor a 
auszuUben« 

Allgemein ist an dem Substratanseblufi elne Sperrapannung an- 
geschaltet, diirch die ein hoher Sperrwideratand des Transit 
stora err elchbar lst« Eln nledrlger Durchlaflwlderstond 1st 
durch eine dem Leitungatyp des Tranaistora entsprechende 
Substratapannung erreichbar* Piir die Ifoiaehaltung der Steuer**' 
apannung warden bel den bekannten Anordnungen aua zwei Tranal- 
atoren bestehende Klppachaltungen verwandet. 
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Bs 1st auch in der Amnoldung P 15 62 O37.8 eine aus vler 
Z8olier«chlcht-Peldefrekttran«latoren beBt«hende Klppsehal* 
tung beachrleben, bei der die Uaachaltittig cwlachen den bei- 
den atabilen ZustKndeti durch zugefOhrte Iiapulae erfolgt. 
Dleso Kippachaltung velat den Vortell auf , daft ale acnat 
aua Hirer Spelaoapannungaquelle keinen Strom aufalmmt. Die 
Tranaiatoren beait»en paanrelae unterachledllche Leltfiihlg- 
keit, Iti dent «inen atabilen Zuatand aind der arate und der 
vlerte, im anderen atabilen Zuatand der zweite und der dritte 
Tranalstor voll leltend. Eln Spelaeatrom durch die leitenden 
Tranaiatoren kommt Jedoch nlcht zuatande, da Jeder leitendo 
Tranalator mlt der Etaitter-Kollektor-Strecke elnea geeperrtcn 
Tranalatora in Relhe liegt. Bet der Uuateuerung di eaer Kipp. 
schaltnng wird iiber Jeweila elnen leitenden Tranaiator die 
AuBgangsklemme atlt den einen oder deia anderen Pol der SpelBe« 
apannungaquelle verbunden. 

Bel leollerachieht-Feldefrekttranaiatoren lat daa Subatrat 
durch olnen PN^Dbargang vom Kanal getrexnt. Bel Verwenduug 
dieaea Feldeffekttrana&atera ala Serlanxireig elner Koppel. 
a telle kann daa Subatrat entwoder ttber einen Vidaratand an 
das Potential O oder umiittelbar an eine Spannung gelegt 
warden, die den PN-thiergang sviachen dem Subatrat und den 
Kanal in ROekwSrta^ichtung vorapannt. Bei der eraten Sehal- 
tungaart wird durch einen groBen Vldevatand die Sperrd&npnmg 
und durah einon kleinen Vidaratand der Xlirrfaktor vergrBa* 
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sert« Bex der swelten Schaltungsart bleibt zicar die Sperr- 
dHmpfung grolX, jedoch ist auch der IJurchlaflvi der stand erhSht* 
Der erhbhte DurchlaBwi der stand hat dabei auch groftere Ver- 
zerrungen zur Polge^ 

Der Erfindttzig liegt die Aufgabe zusrunde, die Vortex le der 
Isolierschicht-Feldef f ekttransistoren bei der Vervendimg als 
Serien^eig einer KoppeXstelle ausnutzbar zu machen und die 
Nachteile der bei den oben genannton SchaltungsArten rsu ver- 
raeiden. AuDerdem ist die Herabsetzung des Stromverbrauchs 
in der Steuerkippschal tung der Koppelstolle vimschenewert , 
Diese Aufgabe wird dadiArcb gelost^ daft gleichzeitig mit der 
Untsteuerung des Potentials am Gate-AnschluB sowohl die Sub- 
stratspannung als auch der Widcrstand des Substratzveiges 
iimsteuerbar ist- 

Bei der -technischen Ausbildung der Koppelstelle ist im Sub** 
strataweig dos Serlenzwclg-^Transistors ein Isolierschicht-- 
Peldefrekttransistor angoordnot , d«r. durch die Kippschaltung 
jcveils in den gegeniiber dem Sericiizweig-Transistor gcgen- . 
satzlichen Schaltzustand uRi&teuerbnr ist. Es bcinnen dabei 
die beidon Isolierschicht-Felderf ekttransistorcn gloichon 
Loitungstyp aufwcisen^ wobci ihre bciden Gate— Anschliis$o 
durch "die zueinander ontgogon^Gsotzten Au3gangapotcntialc 
der Kippschaltung zucinandur gegonlaufig stouorbar sind« - 
Ks kbnnon Abur auch die beidcn Isollorschicht-Feldof f okt- 
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translstoren zuelnander kompifimentaren Leitungstyp aufVel*- 
sen, wobei die Gate-Anschlua$ei der belden Transistoren durch 
das glelche Ausgan^spotential der Eippschaltung ssueinander 
gegenlHuflg steuerbar sxnd. 


Hierduz*ch werden die Vorteile erzieltt daA in der gesamten 
Anordnung einer Koppelstelle ausschlie&lich Feldeffekttran- 
sistoren Anwendimg finden, die fiir integrlerte Schaltungeu 
geeignet sizid* Bel den gezeigtcn Ausfiihrtmgabeispielen Ver- 
dexi sowohl giinstxge Sp err damp fungcn als auch geringe Durch'- 
laAdSmpfungen bel niedrlgein Klirrfaktor iind geringem Neben- 
aprechen eraslelt. woiX namlich im Sperrzustand der Koppel- 
stelle sowohl der Gate-AnechluB als audi das Substrat zum 
Bozugspotential kurzgeschlossen sind und im Durchlafizustaxid 
der Koppeldtelle die Steuerspaxmimg des Gate-Anschlusses 
nlederoltmig herangefithrt wird, wahrend daa Substrat tiber 
clnen hochohmigen Widerstand mit dcm Bezugspotetttial Ver- 
bunden ist. Die Koppclstellcn konnen in beliebiger Zusammen^ 
stellung aus Transistorcn vom Anreicheriingstyp od,er vom Ver- 
armungstyp, sovohl vom P-Kanal-, als auch vom N-Kanaltyp 
aufgebaut werden. Ba kann also der SchaltungsauTbau welt-^ 
gohend entsprechend don Horstellungsiaogllchkoiten ausgerich- 
tot verdon* Oabei sind diese Koppelstellen fiir einen breiten 
Frequenzbereich verwendbar. 

Die Erfindung wird an Schaltbildern erkliirt* 
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Fig, 1 zeigt oin AusftiJirungsbGi spiel elner Koppelgtelle i boi 
der im Serien- und im Substratzweig Transistoren vom gleicheti 
Kanaltyp verwendet werden* 

In Pig* 2 ist ein anderes Ausftihrungsbei spiel einer Koppel- 
stelle mit zueinander komplementaren IsolierschlcHt-Peldef f Gkt 
tirans^xB'tox'on tmd 
^ in Pig. 3 ein wext^res Auafiihrungsbeispiel dargestellt* 

Bex deir JCopp©lstelle der Pig* 1 besteht der Serienzweig 
aus einem rsolierschicbt-Pelderf ekttransistor Tl. Zwisfchon 
das Substrat und den Gate-AnschliUi des Transistors Tl ist 
der Transistor T2, der den glcichen Kanaltyp irie der Tran- 
sistor Tl aufVeiat, angeischlossen. Die Steuernng erfolgt 
durcb die aus den Peldefrekttraasistoren SI, S2, S3, 
bestehende aft sich bekannte Kippschaltnng* Die Transistorcn 
^ SI imd S3 sind P-Kanal-Transistoren, die Transistoren S2 

und Sk sind dazu fcotnplcjwentar, Es sind bei dieser Kippschal- 
txtng entvoder di^ TVansistoren SI und S4r oder die Transij?.- 
toren S2 und S3 leitend, wahrcnd jeinreils die anderen bei- 
don Transistoren vSlllg gesperrt sind. Bei dem orstge- 
nahnten Zustand ist liamlicb der Punkt Al wit dem posxtiven 
Pol der^ Spannungsquelle U2 verbunden, so dafl die Gat e* An- 
schliisse der Transistor en S3 and S4 dieses Potential er^ 
halten und dadurcbi der P-*Knnal -Transistor S3 gesperrt und 
dor N-Kanal-Traiisistor S4 leitend gsst'euer-t ist. Da aufler* 
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dcm dor Pux^t A2 das ne^^tivc . Potential der Spaxmungsquelle 
Ul tuhxtj ist der Transistor S2 sesperrt imd dor Transistor 
SI leltcndo 

Di^r Spcrrzustand der Kopp&lstelle wird bei leitenden Tran* 
dlstoren S2 iind S3 herboigofiSirt • llegt dann an der Klemme 

drxs negative Potential Ul imd aa\ der Klenune A2 das posi- 
tive Potential U2 ano Dag Potential Ul reicht dabei aus, um 
den ±m Sorionzw^oig liegenden Transistor 'Zl sicher zii 3perren« 
Der Transistor T2 ist dabei darch seine positive Gate^^Vorspannung 
loitcnd gesteucrt, so daS das Potential Ul uber den Kanal des 
Trfinsistors T2 das Substrat des Transistors Tl in Riiclcwarta'^ 
richtung vorspannt. Dabei ist das Substrat uber den Transia- 
tor T2 und don Transistor S2 der Kippschaltung z\xm Bezugs^ 
potecLtxal kurssgeschlossen. 

Per OurchlaBzustand der Koppelstello vird durch Anlegen 
cir^eg St euer impulse 3 an eine der bei den BingangskloRunen El 
odor I&K herbeigerui^rt • Es sind dsuin die Transistoren Si und 
Sk iGitcnd* so dnfi das positive Potential t72 den Transistor 
Tl an seinem Gato-Anschlufi in den leitendon Bereich steuert:, 
Die Spatinung: zvischcn dem Gate-^AnschluB \xnd der Bmitter-^Elek- 
trodo des Transistors T2 ist negativ, so daB diesor Transistor 
T? gcejpcrrt ist. Das Substrat des Transistors Tl liegt. dann 
nur iibor d*sn hoohohmigcn Wider stand R am Bessugspotenti^l.. 
ist hii-rboi dur Substrat-Stouorof f ckt verroiodon und ein 
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aiedrieei: Durchlaawldoratand des 3^nals ,des Translators Tl ' 

Fiir di$ Koppelstellen-Transistoren Tl und T2. k<>mien sowohl 
Tx?anslstoren vom Anreichexnmgstyp als auch vom Vorarmungs- 
typ verwondet itferden^ B& KiitmGn dabex anstclle der N**£aiial- 
tran^istoren auch P-*Kanal-Transistoren verwendet werden, wenn 
^ die Steuerspannungen dementsprechend umgepolt werden^ 

Die in Fig. 2 darge^te^llte Koppeldtsllo ist mit zueinander 
komplementHren Feldcff ©kt-Transistoren ausgestattet . Bel 
leltendcn Trausigtcren S2, S3 dor Klppschaltimg sperrt das 
negative Potential Ul den N-Kapal -Transistor T3 und bringt 
don P-Kanal-Transistor Tk in den leitcnden Bereich. Dadurch 
wird das Substrat des Tr^slstors T3 durcb das negative Poten- 
tial U3, das nledriger igt ais das nogativo Potential Ul, 
gesperrt, well siob dann namlich dor Transistor T4 im nieder- 
^ ohmlgen Bereich bcfindet und der Qucrwlderstand im Substrat*- 
zveig genUgend klcin ist* 

Kach der fhaerfiihrung der Kippschaltung in ihren anderen stn- 
biXen Zustand, bei dem die Translstoren Si, S4 leltcnd sind, 
ilegt am 3Punkt Al das positive Potential U2, das den N-Kanal* 
Transistor T3 leitend steuert und den P^Kanalw> Transistor Tk 
sporrt* Dadurch licgt das Substrat des Transistors T3 iiber 
den Wlderstand B hochohmlg am BczUgspotential , vodurch oin 
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nieitrxser DurchlaBwiderstcxnd des Kanals dea Transistors T3 

Das in Fig- 3 dargostollte Ausfiihrun^sbeispxel eixLer Koppel- 
stellG cnthalt ebonfalls zwel IsolieracHiclit-Feldeff ©kt- 
Trauslstoreri T5, T6 vom gleichen Kanaltyp - hier als N-Kanal- 
dars^sstollt* Im Sperrauatand dleser Koppelstelle liegt am Pimkt 
Al das negative Potential Ul, am Punkt A2 das positive Poten- 
tial U2. Dcr Langs transistor T5. ^v±^d an aeinom Gate-^Anschlufi 
durch das neg.^tivo Potential Vt gasperrt* Beim Transistor T6 
liegt ssi/ischen doct Gate-An3Chlul5 und der Emitter-Elektrode die 
Pote7itx€;'tdifforenz dor Quollen U2 und tJ3 an iind ist dadurch 
loitendf so dal> das Substrat des Transistors T5 durch das 
Potential T;3 in BUckwart sr ichtung vorgespannt ist. Die 
Q,uorableitung ist ubcr den Transistor* T6 niederohmig* 

Tm rhirchla/izustand dcr in Pig* 3 dargestoHten Koppol- 
stollt^ sfcoucrt das positive Potential 02 den Transistor T5 
l^:itond, wShrond dor Transistor t6 durcli die Potential- 
dirCeronz von U3 und U3 gesporrfe ist. Das Substrat des lei- 
tendon LUngstransistors T5 llegt dahor auch bei diesem Aue- 
f lihrunesboispiel nur iibcr den liochohmigen Vidcrstand R am 
i3«?zugopotontial. An slch ist die An^chaltung dieses hoch- 
ohmii^on Widorstnndds R fur die Funktion dor KoppelstolXe 
nxcht fjrfordorlich, er verhindort lediglich* daO sich para- 
sitaro Spannungen am Substrat nusbildcnl 
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Fatentansprilcbe 

1^ Elektronlscher Koppelkontakt ztim Durchschalten vou Lel- 
twgen in P^rnmelde-, Insbesondere Pemsprechverraittlimgs- 
anlagciif des3en in LrSngsrichtung der Loitungen angeordneter 
Sorienzveig aus eiixem Xsolierschicht-Feldef fekt-Transistor 
^ mit Haibleitear-Substrat besteht, der durch unterschiedliche 

Steuerpotentiale an soinetn Qate-^Anschlun zwlschon seinem 
Durchl^afl- und Sperrzustand mittcls einer Kippscholtting tun- 
steuerbor ist, dadurch gekennzeichnet « dsxR gleichzeitig mit 
ddr nmsteuerung des PotentialB am Gate^Anschlufi sovohl die 
Substratspaxinimg als e:uch dor Uiderstand dos. Substratzweiges 
umstouerb^ ist- 

2) £lektroxii dehor Koppelkontakt nach Anspr*uch 1, dadurih go- 
kexmzaichnet f dal& im Substratzveig des Serienzwoig*Tran** 

^ sistors (Tl bzw. T3 bzw. T5) etn Isolierschicht-Feldef rokt- 

Trasisistor (T2 b2^«r. Tk hzw^ T6) angoordnet ist, der durch 
die Kippschaltung (Si 54) jewcils in don gegoniiber dom 

Serion^vreig** Transistor gogensUtzIichen Schaltzustand um- 
stcuorbar ist* 

3) Eloktronischer Koppelkontakt nach den Anspriichen 1 und Zf 
dadurch gekennzeichnot » daO die beiden Isoliorachicht^Pold- 
offekt-Transistoren (Tt, T2 baw* T5, T6) gleichen Leitungs^ 
typ^ (N Oder P) aufVoisen, w^bbei ihre beiden Gote*-Anschlii8se 
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durch d±& einander entgcgengesotzte^ Ausgangspotentlale 
(Al, A2) dor Kippschaltung {Si S4) zueinander gegen- 

laurig steuerbor 9xnd» 

4) ElektronxBcher Koppclkontakt nach den Anspriichen 1 und 2, 
dadurch gekennzclchnet , daQ die beiden Jsoliorschlcht-^Feld- 
crfckt-Traasiatoren T4) zuolnaiider komplenientaron 

Iroittuigatyp (N xmd P) aufwoisen, wobei die Gate-Anschltisso 
der beldcn TrsnsistorGii durch das gl&iche Ausgangspotentlal 
(Al) dor KippschaXtmxg (Sl S4) zuelnander giagenlHufig 

Bt<3Uerbar sind. 
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